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วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในย่านความถี่สูงของไดโอด 
ทรานซิสเตอร์และเฟต

สมรรถนะประจ�ำบท

1.	 ออกแบบและทดสอบวงจรวดัความเข้มสนามแม่เหลก็ 

	 ไฟฟ้าโดยใช้เฟต

แนวคิด

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

	 	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ท�ำงานกับความถี่สูงจะต้องตอบสนองต่อความถี่สูงได้ดี ถูกน�ำไปใช้งานกับระบบ 

การรับ - ส่งวิทยุ โทรทัศน์ ระบบสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงที่ศึกษา ได้แก่  

ไดโอดความถี่สูง ทรานซิสเตอร์ความถี่สูง และเฟตความถี่สูง

1.	 ออกแบบวงจรไดโอดความถี่สูงที่เกี่ยวข้องกับวงจรวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า

2.	 ทดสอบวงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงโดยใช้ไดโอดแบบชอตต์กีบาร์ริเออร์

3.	 ออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ความถี่สูงที่เกี่ยวข้องกับวงจรออสซิลเลเตอร์

4.	 ทดสอบวงจรเฟตความถี่สูงที่เกี่ยวข้องกับวงจรวัดความเข้มสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 

5.	 ออกแบบวงจรก�ำเนิดความถี่วิทย ุ455 kHz โดยใช้เฟตความถี่สูง

สาระการเรียนรู้

1.	 บทน�ำ

2.	 วงจรไดโอดความถี่สูง

3.	 วงจรทรานซิสเตอร์ความถี่สูง

4.	 วงจรเฟตความถี่สูง

1 บทที่



บทที่ 1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต2

บทน�ำ

	 อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Devices) สามารถน�ำมาท�ำเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์

ความถี่ต�่ำและวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงได้ ซึ่งวงจรอิเล็กทรอนกิส์ความถี่ต�่ำจะน�ำไปใช้กับวงจรไฟฟ้า 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ัวไป วงจรขยายเสียง เป็นต้น ส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงจะน�ำไปใช้กับ 

วงจรสวิตชิงความถี่สูง ระบบการรับ - ส่งวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

	 วงจรอเิล็กทรอนิกส์ในย่านความถีสู่ง น�ำเสนอการน�ำไปใช้งานของไดโอดความถีส่งู ทรานซสิเตอร์

ความถี่สูงและเฟตความถี่สูง

1
วงจรอิเล็กทรอนิกส์
ในย่านความถี่สูงของไดโอด 
ทรานซิสเตอร์และเฟต

บทที่
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วงจรไดโอดความถี่สูง

	 ไดโอด (Diode) เป็นอปุกรณ์สารกึง่ตวัน�ำ  (Semiconductor) ทีน่�ำสารกึง่ตวัน�ำชนดิพ ี (P - Type) 

ต่อชนกับสารกึ่งตัวน�ำชนิดเอ็น (N - Type) ถูกใช้ในวงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ เช่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์

ความถี่ต�่ำ (Low Frequency Electronics Circuits) จะถูกน�ำไปใช้กับวงจรป้องกันแรงดันไฟฟ้ากลับขั้ว 

วงจรเรียงกระแสไฟฟ้า เป็นต้น ส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูงจะน�ำไปใช้กับระบบวิทยุที่เรียกว่า  

ดีเท็กเตอร์ (Detector) เพื่อแยกคลื่นเสียงออกจากคลื่นพาห์ความถี่สูง หรือน�ำไปใช้กับวงจรสวิตชิง 

เพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เป็นต้น

โครงสร้างและสัญลักษณ์ไดโอด

	 โครงสร้างและสัญลักษณ์ไดโอดแบบรอยต่อพีเอ็น แสดงในรูปที ่1.1 อธิบายรายละเอียดดังนี้

A P N K

(ก) โครงสร้าง

A K

(ข) สัญลักษณ์
 

รูปที่ 1.1 โครงสร้างและสัญลักษณ์ไดโอด

	 ไดโอดที่สร้างขึ้นจะเชื่อมต่อกับโกรน (Grown Junction) โดยน�ำสารกึ่งตัวน�ำที่บริสุทธิ์ (Pure 

Semiconductor) คือ เจอร์เมเนียม (Germanium) หรือ ซิลิกอน (Silicon) ใส่ลงในเต้าหลอม  

แล้วเติมสารเจือปนลงไป โดยเติมสารที่มีอิเล็กตรอนวงนอกจ�ำนวน 3 ตัว จากนั้นดึงสารกึ่งตัวน�ำที่ก�ำลัง

หลอมละลายเหลวน้ันขึน้มาได้เป็นแท่งสารกึง่ตัวน�ำชนดิพี หลงัจากนัน้เติมสารเจอืปนทีม่อีเิล็กตรอนวงนอก

จ�ำนวน 5 ตวั ลงไปเพ่ือท�ำให้สารกึง่ตัวน�ำที่ก�ำลังหลอมละลายกลายเป็นสารกึง่ตวัน�ำชนดิเอน็ จากหลกัการ

ดังกล่าวท�ำให้ได้สารกึ่งตัวน�ำชนิดพีและชนิดเอ็นที่เชื่อมต่อแบบโกรน

	 ไดโอดมขีาใช้งาน 2 ขา คอื แอโนด (Anode, A) กบัแคโทด (Cathode, K) โดยขาแอโนดต่อมาจาก

สารกึ่งตัวน�ำชนิดพี ส่วนขาแคโทดต่อมาจากสารกึ่งตัวน�ำชนิดเอ็น
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การไบแอสไดโอด

	 การไบแอสหรือการก�ำหนดจุดท�ำงานของไดโอด แสดงในรูปที ่1.2 มีรายละเอียดดังนี้

K
D1

E1

A

I

A
D1

E1

K

NO  I

(ก) ไบแอสตรง (ข) ไบแอสกลับ

รูปที่ 1.2 การไบแอสไดโอด

	 พิจารณารูปท่ี 1.2 (ก) แสดงไดโอดได้รับการไบแอสตรง (Forward Bias) โดยขาแอโนด  

(Anode, A) ของ D1 ได้รับศักย์ไฟฟ้าบวกจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า E1 ส่วนขาแคโทด (Cathode, K) ได้รับ

ศักย์ไฟฟ้าลบ ลักษณะเช่นนี้จะท�ำให้ค่าความต้านทานของ D1 ลดลง มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน D1 ได้  

นั่นคือ ณ เวลานี้ไดโอด D1 น�ำกระแสไฟฟ้า ท�ำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าคัต - อิน (Cut - in Voltage) บริเวณ

รอยต่อมีค่าประมาณ 0.2 - 0.3 V เมื่อเป็นไดโอดชนิดเจอร์เมเนียม และแรงดันไฟฟ้าดังกล่าวจะมีค่า

ประมาณ 0.6 - 0.7 V เมื่อเป็นไดโอดชนิดซิลิกอน

	 พิจารณารูปท่ี 1.2 (ข) แสดงไดโอดได้รับการไบแอสกลับ (Reverse Bias) โดยขาแอโนด (A)  

ของ D1 ได้รับศักย์ไฟฟ้าลบจากแหล่งจ่ายไฟฟ้า E1 ส่วนขาแคโทด (K) ได้รบัศกัย์ไฟฟ้าบวก ลักษณะเช่นนี้ 

จะท�ำให้ค่าความต้านทานของ D1 เพิ่มขึ้น จะไม่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน D1 ได้



การวิเคราะห์วงจรอิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง 5

คุณลักษณะทางไฟฟ้าของไดโอด

	 คุณลักษณะทางไฟฟ้าของไดโอดซึ่งเป็นชนิดเจอร์เมเนียม แสดงในรูปที ่1.3 มีรายละเอียดดังนี้

IF (mA)

IR (µA)

300

200

100

0.1 0.30.2 0.4 0.5
VR

 (V)

แรงดันไฟฟ้าพังทลาย

(ไบแอสกลับ)

(ไบแอสตรง)

VF
 (V)

ไดโอดน�ำกระแสไฟฟ้า

รูปที่ 1.3 กราฟแสดงคุณลักษณะทางไฟฟ้าของไดโอดชนิดเจอร์เมเนียม

	 ก�ำหนดกราฟแนวนอนแสดงแรงดนัไฟฟ้าไบแอสตรง (Forward Voltage, VF) และแรงดันไฟฟ้า

ไบแอสกลับ (Reverse Voltage, VR) มีหน่วยเป็นโวลต์ กราฟแนวต้ังแสดงกระแสไฟฟ้าไบแอสตรง  

(Forward Current, IF) มีหน่วยเป็นมิลลิแอมแปร์ และกระแสไฟฟ้าไบแอสกลับ (Reverse Current, IR) 

มีหน่วยเป็นไมโครแอมแปร์

	 เม่ือไดโอดได้รับไบแอสตรงซึ่งแรงดันไฟฟ้าไบแอสที่จ่ายให้ไดโอดจะต้องมากกว่าแรงดันไฟฟ้า

คัต - อินของไดโอดชนิดเจอร์เมเนียม คือ จะต้องมากกว่า 0.3 V จะท�ำให้ไดโอดน�ำกระแสไฟฟ้า 

เกดิกระแสไฟฟ้าในปริมาณท่ีสงู และถ้าแรงดนัไฟฟ้าไบแอสต�ำ่กว่า 0.3 V จะท�ำให้ไดโอดหยดุน�ำกระแสไฟฟ้า

	 เมื่อไดโอดได้รับไบแอสกลับ จะท�ำให้ค่าความต้านทานของไดโอดสูงมาก กระแสไฟฟ้าจะ 

ไม่สามารถไหลผ่านไดโอดได้ แต่จะมีเพียงกระแสไฟฟ้ารั่วไหลต�่ำ ๆ เท่านั้น และถ้าหากให้แรงดันไฟฟ้า 

ไบแอสกลับมีค่าสูงข้ึน จะท�ำให้ไดโอดพังและเสียหาย เรียกว่า แรงดันไฟฟ้าพังทลาย (Breakdown 

Voltage)
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การใช้งานไดโอดความถี่สูง

	 การน�ำไดโอดไปใช้งานกับความถ่ีสูงสามารถน�ำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย แต่ที่น�ำเสนอนี้ 

ได้แก่ ฟิลด์สเตรนจ์มิเตอร์ (Field Strength Meter) และวงจรขยายแรงดันไฟฟ้า (Voltage Amplifier)

	 1.	 ฟิลด์สเตรนจ์มิเตอร ์(Field Stren Meter)

		  ฟิลด์สเตรนจ์มเิตอร์ คอื เครือ่งมอืวดัค่าความเข้มของสนามแม่เหลก็ไฟฟ้า แสดงในรูปที ่1.4 

มีรายละเอียดดังนี้

D1

0A91 R1

3.3 MΩ
C1

100 pF
V

+

−L1

ANT.

รูปที่ 1.4 ฟิลด์สเตรนจ์มิเตอร์ที่ใช้ไดโอดความถี่สูงเบอร์ 0A91

	 ขดลวด L1 ใช้ลวดเบอร์ 22SWG พันบนแกนอากาศ มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.25 นิ้ว จ�ำนวน  

7 รอบ หลักการท�ำงาน คือ เมื่อน�ำวงจรนี้วางใกล้กับเครื่องส่งวิทยุที่ก�ำลังส่งออกอากาศ สัญญาณวิทย ุ

ดังกล่าวจะเหนี่ยวน�ำทางสายอากาศผ่านขดลวด L1 จากนั้นสัญญาณวิทยุหรือสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้า 

จะถูกแยกคลื่นหรือดีเท็กเตอร์ (Detector) ให้สัญญาณที่ได้เกิดเป็นแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง โดยมี R1  

กับ C1
 ดักจับสัญญาณรบกวนความถ่ีสูง ถ้าสัญญาณที่เข้ามามีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสูง  

จะท�ำให้แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงที่ตกคร่อม C1 มีค่าสูงขึ้น ในท�ำนองเดียวกัน ถ้าสัญญาณที่เข้ามามีค่า

ความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าต�่ำ จะท�ำให้ C1 มีแรงดันไฟฟ้าตกคร่อมน้อยลง

	 2.	 วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า (Voltage Amplifier)

		  วงจรขยายแรงดันไฟฟ้า เป็นวงจรเพ่ิมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าสูงขึ้น โดยใช้ไอซี

เบอร์ LM2577 และไดโอดความถี่สูงเบอร์ 1N5821 แสดงในรูปที ่1.5 มีรายละเอียดดังนี้
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R2

17.4 kΩ
C3

680 µF

C2

0.33 µF
R1

2.2 kΩ

R3

2 kΩ

IC1

LM2577

Vo

VIN5 4 SW

3

GND

1
COM 2

FB

+5 V
+
−

L1

100 µF

D1

1N5821
C1

0.1 µF

รูปที่ 1.5 วงจรเพิ่มแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง

	 ไอซี IC1 เบอร์ LM2577 ท�ำหน้าที่สวิตชิงแรงดันไฟฟ้าสูง (High Voltage Switching) มีขา 

ใช้งาน 5 ขา คือ ขา 1 ท�ำหน้าที่ชดเชยความถี่สูง (Compensation, COM) ขา 2 จะท�ำหน้าที่ป้อนกลับ 

(Feedback, FB) ขา 3 ท�ำหน้าที่เป็นกราวด ์ (Ground, GND) เพื่อรับแรงดันไฟฟ้าลบของระบบ ขา 4  

ท�ำหน้าที่สวิตชิง (Switching, SW) และขา 5 ท�ำหน้าที่รับแรงดันไฟฟ้าบวกที่มีค่า +5 V (VIN) เข้ามาที่

ระบบของวงจร

	 ไดโอด D1 เป็นไดโอดเรียงกระแสไฟฟ้าแบบชอตต์กีบาร์ริเออร์ (Schottky Barrier Rectifier) 

เบอร์ 1N5821 ที่มีประสิทธิภาพสูง ท�ำงานกับระบบสวิตชิงความเร็วสูงได้ดี มีหน้าที่ป้องกันการกลับขั้ว

ไฟฟ้าจากเอาต์พตุมาทีอ่นิพตุ และจะต้องเรยีงกระแสไฟฟ้าให้กบัระบบอกีด้วย เรียกว่า วงจรดีซี - ท ู- ดซีี

คอนเวอร์เตอร ์(DC to DC Convertor)

	 วงจรดีซี - ทู - ดีซีคอนเวอร์เตอร์ท�ำหน้าที่เปลี่ยนแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทางอินพุตให้เป็น 

แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงให้มีค่าสูงข้ึนออกทางเอาต์พุต Vo สามารถต้ังค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทาง

เอาต์พุต Vo ได้ โดยสร้างวงจรแบ่งแรงดันไฟฟ้า (Voltage Divider) ท่ีต่อทางขา 2 ของ IC1 และจ่าย

กระแสไฟฟ้าสูงสุด 80 mA เมื่อแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงมีค่าเท่ากับ +12 V
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	 แรงดันไฟฟ้ากระแสตรง	 Vo	 =     (1.23) 1 + 
R2

R3
 

	 แทนค่า R2 = 17.40 kΩ และ R3 = 2 kΩ

	 	 	 	 จะได้ 	 Vo 	 =     (1.23) 1 + 17.40
2

	=     11.93 V

	 อย่างไรกต็าม แรงดันไฟฟ้าเอาต์พตุ Vo จงึข้ึนอยูก่บัการก�ำหนดค่าความต้านทานของ R2 และ R3 

	 เมื่อก�ำหนด R2 = 12 kΩ และ R3	 = 1 kΩ

	 	 	 	 จะได้ 	 Vo 	 =     (1.23) 1 + 12
1

 	 =     16 V

				    ∴	 Vo	 =     16 V

	 เมื่อก�ำหนด R2 = 18 kΩ และ R3	 = 1 kΩ

	 	 	 	 จะได้ 	 Vo 	 =     (1.23) 1 + 18
1

 	 =     23.37 V

				    ∴	 Vo	 =     23.37 V

	 ตัวเก็บประจุไฟฟ้า C1 ค่า 0.1 µF ท�ำหน้าที่ก�ำจัดสัญญาณรบกวนความถี่สูง ส่วน C3 ท�ำหน้าที่

เป็นวงจรดีคัปปลิง (Decoupling) เพื่อส�ำรองแรงดันไฟฟ้าให้กับระบบ

วงจรทรานซิสเตอร์ความถี่สูง

	 ทรานซิสเตอร์ (Transistor) เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำที่พัฒนามาจากหลอดสุญญากาศ ท�ำให ้

มีประสิทธิภาพสูงและเปอร์เซ็นต์การสูญเสียต�่ำ ถูกใช้งานในวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างมากมาย เช่น 

วงจรอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป วงจรขยายเสียง วงจรของการรับ - ส่งข้อมูล และโทรทัศน ์เป็นต้น

โครงสร้างและสัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์

	 ทรานซิสเตอร์เป็นอุปกรณ์สารกึ่งตัวน�ำชนิดสองรอยต่อ (Bipolar Junction Transistor, BJT)  

มีขาใช้งาน 3 ขา คือ เบส (Base, B) คอลเล็กเตอร์ (Collector) และอิมิตเตอร ์(Emitter, E) มี 2 ชนิด 

คือชนิด NPN กับชนิด PNP
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(ก) โครงสร้าง (ข) สัญลักษณ์

E N NP C

B

B

C

E

รูปที่ 1.6 ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

	 โครงสร้างและสัญลักษณ์ทรานซิสเตอร์ชนิด NPN แสดงในรูปที ่1.6 ประกอบด้วยรอยต่อของ 

สารก่ึงตัวน�ำ 2 รอยต่อ มีขาเบสอยู่ตรงกลางโดยจะเติมสารเจือปนในปริมาณที่น้อยกว่าสารกึ่งตัวน�ำ 

ที่ขาคอลเล็กเตอร์และขาอิมิตเตอร์ กล่าวคือ ขาอิมิตเตอร์จะถูกเติมสารเจือปนมากที่สุด จึงท�ำให้กระแส

ไฟฟ้าไหลผ่านขาอิมิตเตอร์มีมากกว่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านขาเบส

E P PN C

B

B

E

C

(ก) โครงสร้าง (ข) สัญลักษณ์

รูปที่ 1.7 ทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

	 โครงสร้างและสญัลกัษณ์ทรานซสิเตอร์ชนิด PNP แสดงในรูปที ่1.7 จะตรงข้ามกบัทรานซิสเตอร์

ชนิด NPN กล่าวคือ ขาอิมิตเตอร์กับคอลเล็กเตอร์ต่อออกจากสารกึ่งตัวน�ำชนิด P ขณะที่สารกึ่งตัวน�ำ

ชนิด N จะต่อเข้าที่ขาเบส



บทที่ 1 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ในย่านความถี่สูงของไดโอด ทรานซิสเตอร์และเฟต10

การไบแอสทรานซิสเตอร์

	 การไบแอสทรานซิสเตอร์ (Transistor Biasing) คือ การก�ำหนดจุดท�ำงานที่เหมาะสมให้กับ

ทรานซิสเตอร์ ซึ่งทรานซิสเตอร์มีหน้าที่ขยายกระแสไฟฟ้าให้สูงขึ้นโดยปราศจากการผิดเพี้ยน อาศัยการ

ควบคมุกระแสไฟฟ้าทางอนิพุตในปริมาณทีต่�ำ่  เพื่อให้ได้กระแสไฟฟ้าเอาต์พุตในปริมาณที่สูงขึ้น กล่าวคอื 

จะน�ำกระแสไฟฟ้าเบสอินพุตไปควบคุมกระแสไฟฟ้าคอลเล็กเตอร์เอาต์พุต ท�ำให้ทรานซิสเตอร์ท�ำงาน 

น�ำกระแสไฟฟ้า ส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าคัต - อิน (Cut - in Voltage) ระหว่างเบสกับอิมิตเตอร์มีค่า

ประมาณ 0.2 - 0.3 V (ทรานซิสเตอร์ชนิดเจอร์เมเนียม) และจะมีค่าประมาณ 0.6 - 0.7 V ในกรณีที่เป็น

ทรานซิสเตอร์ชนิดซิลิกอน

	 1.	 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

E1

E2

IB
Q1

IC

IE

รูปที่ 1.8 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด NPN

	 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนดิ NPN แสดงในรปูที ่ 1.8 โดยจะก�ำหนดให้ขาเบสกับอมิติเตอร์ได้รบั 

ไบแอสตรง ส่วนขาเบสกบัคอลเลก็เตอร์ได้รบัไบแอสกลบั ขณะทีศั่กย์ไฟฟ้าทีข่าคอลเลก็เตอร์เป็นบวกสูงสดุ 

ขาเบสจะได้รับศักย์ไฟฟ้าบวกรองลงมา และขาอิมิตเตอร์จะต้องได้รับศักย์ไฟฟ้าลบสูงสุด ลักษณะเช่นนี้

จงึท�ำให้ค่าความต้านทานระหว่างขาคอลเลก็เตอร์กับอมิติเตอร์ลดลง เกดิกระแสไฟฟ้าเบส (IB) กระแสไฟฟ้า

คอลเล็กเตอร์ (IC) และกระแสไฟฟ้าอิมิตเตอร์ (IE) ตามล�ำดับ

	 	 	 นั่นคือ	 IE	 =     IB + IC
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	 2.	 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

IB

IE

IC

รูปที่ 1.9 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด PNP

	 การไบแอสทรานซิสเตอร์ชนิด PNP จะก�ำหนดศักย์ไฟฟ้าตรงข้ามกับการไบแอสทรานซิสเตอร์

ชนิด NPN แสดงในรูปท่ี 1.9 โดยจะก�ำหนดให้ขาเบสกับอิมิตเตอร์ได้รับไบแอสตรง ส่วนขาเบสกับ 

คอลเลก็เตอร์ได้รบัไบแอสกลบั ขณะทีศ่กัย์ไฟฟ้าทีข่าอมิติเตอร์เป็นบวกสูงสุด ขาเบสจะได้รบัศกัย์ไฟฟ้าบวก

รองลงมา และขาคอลเลก็เตอร์จะได้รบัศกัย์ไฟฟ้าลบสูงสดุ ลกัษณะเช่นนีจึ้งท�ำให้ค่าความต้านทานระหว่าง

ขาอิมิตเตอร์กับคอลเล็กเตอร์ลดลง เกิดกระแสไฟฟ้าเบส (IB) กระแสไฟฟ้าคอลเล็กเตอร์ (IC) และกระแส

ไฟฟ้าอิมิตเตอร์ (IE) ตามล�ำดับ

	 	 	 นั่นคือ	 IE	 =     IB + IC

การใช้งานทรานซิสเตอร์ความถี่สูง

	 ในการน�ำทรานซิสเตอร์ไปใช้งานกับความถี่สูงมีมากมายนับไม่ถ้วน แต่ที่น�ำเสนอนี้เป็นวงจร 

ออสซิลเลเตอร์ (Oscillator Circuits) แบบต่าง ๆ ได้แก่ วงจรออสซิลเลเตอร์แบบฮาร์ตเลย์ (Hartley 

Oscillator) และวงจรออสซลิเลเตอร์แบบผลกึแร่ (Crystal Oscillator) ซึง่วงจรออสซิลเลเตอร์นี้ท�ำหน้าท่ี

ผลิตคลื่นพาห์ความถี่สูง เพื่อน�ำสัญญาณเสียงหรือข้อมูลข่าวสารส่งออกทางสายอากาศ


